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Siemens Transistor AF139 Datasheet

AF 139

PNP-Mesatransistor
fur Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz

AF 139 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesa-Technik im Gehause 18 A 4
DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehduse elektrisch isoliert.

Der Transistor AF 139 ist zur Verwendung in Vorstufen sowie in Misch- und Oszilla-
torstufen bis 860 MHz geeignet.
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Gewicht etwa 0.4 g Male im mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung —Uern 16 W
Kollektor- Basis- Spannung Lo 20 1)
Emitter- Basis-Spannung —emn 0.3 v
Kollektorstrom —Ig 10 mA
Emittarstrom Ie 11 i
Basisstrom =g 1 ma,
Spemschichttemperatur 5 a0 *C
Lagertemperatur Te =30 bis+76 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 66°C) [ 60 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft fRenau = 750 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse Arnas = 400 grd /W
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AF 139
Statische Kenndaten (I = 25°C)

Fur folgende Arbeitspunkte gilt:
~Uece =1 =1y g —Usae
W m#A, A IeiIn my
12 1.5 a0 50 (= 10) 380 (320 bis 430)

2 36 65 380 (320 bis 430)

& 5 66 75 405 (360 his 450)
Kollektor- Basis- Reststrom (—L/cpn = 20V) ~Icag 0.5 (= 8) e
Emitter-Basis- Reststrom (—Ugge = 0.3 V) =Ican 2(=100) | pA
Kollektor- Emitter- Raststrom (—Lfegg = 16 V) =Icen < 500 TN
Dynamische Kenndaten (7y = 26°C)

Arbeitspunkt: (=I: = 1,6 mA; =U/cg = 12 V)

Transitfrequenz (f = 100 MHz) fr 550 | MHz

Rickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2.6 MHz) fop' “Cple| 3 ps

Schwinggrenzfrequenz fpge = #  _— 237 GHz
BTE ‘.i'hbr ‘G‘brc

KurzschluB-Rlckwirkungskapazitat (f = 450 kHz) -4, 0,25 pF

Leistungsverstirkung in Basisschaltung

(f = BOO MHz: R, = 1.4 k) Van") MM (=% dB

Leistungsverstarkung in Basisschaltung

(f = 900 MHz) Vb 9 (= 6.5) dB
Rickwiartsdimpfung (F = 800 MHz) ~Vonine') | 23 dB
Rauschmal (f = 800 MHz; Az = 60 Q) FT) 7(=82) dB
Rauschmal (f = 900 MHz; A, = 0,5 kQ;
~Uee =10V: Iz =2 mA) F 75(=9) dB
Arbeitspunkt: (- = 1,6 mA; =Uge = 12 V. F = 200 MHz)

e & 28 ma Ty = 22 mS —Fan = G,Dﬁ mS ooy = D.DB mS
_"JHI: =24 mS bzn, = 30 mS —\b1zb’=ﬂ.1sms b}zh =1,9m5
Arbeitspunkt: (—I. = 1.6 mA; =Uge = 12 V., F = 800 MHz)

Grin = 7mS Vize = 0.4 mS ¥21e = 14 m5 gz2 = 0.5mS
=byyp = 11 mS ~Frzp = 120° Paqp = 35° by = 7.5m5

) In angegebener Schaltung gemessen (siehs Seita 188),
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MaBschaltung fur Leistungsverstarkung bei f= 200 MHz
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Ly =3Wdg:d =1 mm:D =65 mm
Lo =2Wda:d=1mm;D =65mm
Ly =1L, =20Wdg 05 Culs
auf Kern B63310-K1-A12.3

£y = 15bis5 pF so dall A, = 920 O

C, = 65bis 18 pF
C» = 9.5bis 20 pF

C, = 3bis10pF

MeBschaltung for Leistungsverstirkung und Rauschen bel f= B0O0 MHz
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AF 139
Temperaturabhingigkeit der Eingangskennlinie Jy = F (Uge)
zuldssigen Gesamtverlustlaistung —eg =BV
rrMn'F“‘ = f(T); Ry = Parameter {Emitterschaltung)
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AF 139
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Te = F{Ueg): Ty = Paramater Ip = f{Ueg); Ig = Parameter
{Emittarschaltung) (Basisschaltung)
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AF 139
Sibrspannung U, 153" = F (1) 1} Uy 1% ist der Effektivwert der halben
Leistungsverstarkung V., = f (I¢) EMEK (Klemmenspannung bei Anpas-
F=200 MHz: ~Ugpy = 12 V! sung) eines 10023 sinusmodullerten
Ry=1k0: R, =09 k0 Fernsehtragers bei einem Generator-
mv ({Basisschaltung) de Innanwiderstand von 2400, der auf dem
200 e Mutztrager 19 Amplituden-Modulation
] p'w verursacht,
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Eingangsleitwert ¥y, Rickwihrtssteilhe ¥z,
Loy = 12V —lleg = 12V
{Basisschaliung) {Basisschaltung)
Trl'lnﬁ MeEebene § mm unter Gehauseboden E“s MeBabene 5 mm unter Gehduseboden
8 ]
i} =12V |
=l =12V | 0 .
4o La N [l b [
g | i " i
T 20 I I I T ._m }
0 1 | /
: | 200MHz =
0 g_‘_ 5 | f
-10 ™, - 20 =0z /
a0 g-—' ><.. ‘*-.J-RHE | LLODMHZA f I —
i 35, ; EWN% -
=30 -03 i
500 200MH
-4 -HHIM__‘ . 100M E it /
—
50 b)) g W NS | feosma
-6 ] g Ny
_m fr=——=h 1
o L1 il g5
] 2 A0 ] &0 0ms -03 =02 =01 0 0ims
—= 0y —= T2y
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AF 139
Fraquenzabhangigkeit dar Leistungsver- Frequenzabhangigkeit des Rauscheans
stiarkung ¥ ppepr = F (1) Foum ff);—Ugym 12 V:
=dem 1.6 mA; =lpy =12V =fe = 1.6 mA; Rg = 6010
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